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摘 要

在VCSEL元件之發展中，1.3/1.55 mm長波長面射型雷射仍遠落後於砷化鎵(GaAs)系列之面射型雷射，主要原因為磷化

銦(InP)系列缺乏適當之四分之一波長之反射對 (DBR反射對)材料，如InGaAsP/InP之DBR結構其熱傳導特性差、折射係數

差較小，導致上下反射層之DBR反射率無法提昇，此一問題一直到最近晶片熔合技術之開發才得以解決。本論文即利用高

溫、單軸壓力以直接鍵合法(Direct Bonding)來探討GaAs/InP晶片之清洗方式、熔合參數對界面特性之影響﹔並使用中間介

質層鍵合法(Intermediate Layer Bonding)於低溫製程將磊晶於InP基板之InGaAsP雷射活性層與金屬鏡面基板進行晶片熔合以

取代InGaAsP/InP之DBR結構，此外，發展出以低溫(~300°C)、短時間(~20min) 將光電元件如高亮度AlGaInP LED及850

nm VCSEL成功的應用在金屬鏡面基板上﹔金屬鏡面包含了Au 和AuBe，其功能不但能當作黏著層，還可作為反射鏡面及

形成半導體之歐姆接觸面，而基板選用散熱特性良好的矽晶片來取代傳統發光二極體和雷射之基板，以解決元件本身存在

的散熱問題。

關鍵詞 : 晶片黏貼技術 ; 鏡面基板 ; 垂直共振腔面射型雷射 ; 發光二極體 ; 中間介質層鍵合法
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